













ズの CdTe QDs を 1-オクタデセン中で合成し







った。図 1 に CdTe QDs の電子状態（1S，2S，
1P遷移）を選択励起した時の模式図を記した。ま
た，励起光強度は多励起子が生成しないように，








































図 2．D = 5.1 nm CdTe QDs の
選択励起(1S，2S，1P状態)した
過渡吸収スペクトル(150 fs後) 
子が共に 1S(e)を占有することが知られているため，1S 励起においても 2S ブリーチ
が観測された。また，1Sブリーチは 1S(e)からの電子緩和過程に対応している。 
2) 2S状態を選択励起した時，1S，2Sブリーチと 620 nm付近の正の吸収及び 700 












考えられる。また 1S 励起では A1 が観測されず，
2S 励起・1P 励起では A1 が観測されたことから，
A1 は 2S3/2(h)又は 1P3/2(h)状態の正孔の緩和過程に
関係すると考えられる。図 3に D = 5.1 nm CdTe QDsの A1での緩和ダイナミクス
を記した。図 3の緩和ダイナミクスを用いて解析した結果，2S-1S間のホールの緩和
時間は~310 fsであった。 













QDsが CdSe QDsよりも明らかに遅くなっていた。 




図 4．CdTe QDsと CdSe QDs
の電子のエネルギー緩和速度の
粒径依存性の比較 
